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シリコーンゴムと基板へ同時にF2レーザー光を照射することにより、�
任意の基板上にSiO2膜を室温形成させる手法を見出した。�

原料ガスの供給及び排気処理を必要とせず、容易に任意の基板上に�
SiO2膜を形成でき、電子・光学デバイス等への応用が期待される。�
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深さ方向の原子濃度比�
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F2 laser beam�
 （波長 157 nm）�
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赤外分光 スペクトル�
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